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摘要(译)

通过使驱动TFT工作在饱和区，当EL元件退化时亮度不易降低。但会发
生高电压、高功耗和发热等问题。在驱动TFT工作在饱和区的情况下，
由于驱动TFT变化的缘故，亮度也会改变。考虑到上述问题，将高电流
容量TFT用在高灰度级，低电流容量TFT用在低灰度级。高电流容量TFT
用小Vgs就可以提供大电流，所以，它不易工作在线性区，即使当Vds降
低时。这样，甚至当EL元件退化时亮度也不易下降，且可实现低电压工
作。低电流容量TFT在加有高Vgs时提供电流。在高Vgs的情况下，TFT
特性的改变，特别是Vth改变的影响可以得以改善。
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